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1. はじめに 

我々はこれまでに有機活性層材料の上に酸化性

無機材料を積層させた電荷発生型有機電界効果ト

ランジスタ（OFET）においてドレイン電流が増大

することを報告している[1]。しかし，電荷発生型

OFETでは，酸化性無機材料を積層させることによ

りオンオフ比が小さくなってしまう問題がある。 

そこで，本研究では，酸化性無機材料層を斜方

蒸着法で成膜することで，電荷発生型 OFET のオ

ンオフ比を改善することを目的とした。 

2. 実験方法 

本研究で作製した素子構造を図 1に示す。また，

斜方蒸着法の概略図を図 2 に示す。本研究では酸

化性無機材料として MoO3 を使用し，n-Si / SiO2 

(100nm) / Pentacene (70nm) / Au (30nm) / MoO3 

(10nm)の構造を持つ OFET を作製した。ここで，

MoO3層の成膜時に基板を水平（0 度）にした素子

1および基板を鉛直方向に 80度立てた素子 2を作

製し，VDS－ID特性を比較した。  

3. 実験結果・考察 

素子 2の VDS－ID特性を図 3に示す。素子 2のオ

ン電流値（VG=－50V，VDS=－50V）は－2.9mA（VTH=

－2.9V）となり，素子 1の－3.5mA（VTH=－3.2V）

より小さくなった。これは斜方蒸着により素子 2

の MoO3 層 が 非 連 続 と な っ た こ と で ，

Pentacene/MoO3 界面に形成される電荷移動錯体の

量が素子 1 より減ったためと考えられる。一方，

素子 2 のオフ電流値（VG=0V，VDS=－50V）は－

143nAとなり，素子 1の－1810nAより小さくなっ

た。これは電荷移動錯体が非連続となったため，

電流が流れにくくなったと考えられる。MoO3層の

成膜時における基板の角度依存性については当日

報告する。 
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図 1. 作製した素子構造 
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図 2. 斜方蒸着法の概略図 
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図 3. 素子 2（80度）の VDS－ID特性 
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